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【手続補正書】
【提出日】平成26年10月24日(2014.10.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の導電型を有する結晶シリコン基板と、
　前記第１の導電型と反対の導電型である第２の導電型を有するアモルファスシリコンカ
ーバイドからなり、前記結晶シリコン基板上に堆積された半導体層と、
　前記半導体層と前記結晶シリコン基板との間に設けられ、アモルファスシリコンカーバ
イドからなるバッファ層と、
　前記半導体層と前記結晶シリコン基板との間に設けられたシリコン薄膜とを備える光電
変換素子。
【請求項２】
　前記シリコン薄膜は、前記バッファ層と前記結晶シリコン基板との間に配置される、請
求項１に記載の光電変換素子。
【請求項３】
　前記シリコン薄膜は、厚み方向において前記バッファ層によって挟まれている、請求項
１に記載の光電変換素子。
【請求項４】
　前記シリコン薄膜は、前記半導体層と前記バッファ層との間に配置される、請求項１に
記載の光電変換素子。
【請求項５】
　第１の導電型を有する結晶シリコン基板上にアモルファスシリコンカーバイドからなる
バッファ層を堆積する第１の工程と、
　前記第１の導電型と反対の導電型である第２の導電型を有するアモルファスシリコンカ
ーバイドからなる半導体層を前記バッファ層上に堆積する第２の工程と、
　前記半導体層と前記結晶シリコン基板との間に配置されるようにシリコン薄膜を堆積す
る第３の工程とを備える光電変換素子の製造方法。
【請求項６】
　前記第３の工程は、前記第１の工程の前に実行される、請求項５に記載の光電変換素子
の製造方法。
【請求項７】
　前記バッファ層は、第１および第２のバッファ層からなり、



(2) JP 2013-115266 A5 2014.12.11

　前記第１の工程は、
　前記第１のバッファ層を前記結晶シリコン基板上に堆積する第１のサブ工程と、
　前記第２のバッファ層を前記第１のバッファ層上に堆積する第２のサブ工程とを含み、
　前記第３の工程は、前記第１のサブ工程と前記第２のサブ工程との間に実行される、請
求項５に記載の光電変換素子の製造方法。
【請求項８】
　前記第３の工程は、前記第１の工程と前記第２の工程との間に実行される、請求項５に
記載の光電変換素子の製造方法。
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